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добиться микронного разрешения при имплантации примесей в полупроводниковые мате-
риалы и нанесении поверхностной оксидной пленки. Свойства пленки SiO2, образующейся
на поверхности кремния при облучении непрерывным СО2-лазером, исследованные в статье
I. W. Boyd (Техасский университет, США), показывают, что новая технология успешно
может применяться при изготовлении МОП-структур.

В работе J. F. Figueira, S. J. Thomas (Калифорнийский университет, США) исследо-
ваны пространственно-периодические структуры на поверхности меди, полученные много-
кратным воздействием (до 80 вспышек СО2-лазера) при уровнях мощности, недостаточных
для разрушения гладкой поверхности за один импульс. В статье F. Keilmann (Институт
Макса Планка, ФРГ) рассмотрен процесс возбуждения периодической структуры на
поверхности жидкого металла под воздействием излучения СО2-лазера.

В целом рецензируемая книга содержит новые результаты по применению лазеров
в исследовании поверхности, воздействию на поверхность и, несомненно, будет интересна
широкому кругу специалистов, занимающихся разработкой методов физико-химического
исследования поверхности, оптикам и специалистам по квантовой электронике.

О. А. Акципетров

ИСПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТОК

1. В моей статье «Силы торможения излучением и излучение заряженных частиц»
(УФН, июнь 1985 г., т. 146, вып. 2, с. 317) прошу учесть опечатки:
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Н. П. Клепиков

2. В статье Я. Б. Зельдовича и Д. Д. Соколова «Фрактали, подобие, промежу-
точная асимптотика» (УФН, июль 1985 г., т. 146, вып. 3) на с. 504 формула в 10-й
сверху строке текста должна иметь вид

(<р(х)<р{х+г))=1-Ага.




